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1 0 1.7217E9 1.0779E-3| 000.0000E-3| 000.0000E-3| 000.0000E-3| 000.0000E-3| 000.0000E-3 1.0000E+6
2 1.3747E-9| 682 4445E-6 1.1321E+0 1.0000E+0 -1.0000E+0 -1.0000E+0 2.0000E+0 1.0000E+6
3 1.3068E-9| ©18.0853E-6 2.2607E+0 2.0000E+0 -2.0000E+0 -2.0000E+0 4.0000E+0 1.0000E+6
4 1.2769E-9 591.6332E-6 3.3917E+0 3.0000E+0 -3.0000E+0 -3.0000E+0 6.0000E+0 1.0000E+6
b 1.2618E-9 579.0844E-6 4 5208E+0 4 0000E+0 -4 0000E+0 -4 0000E+0 8.0000E+0 1.0000E+6
6 1.2533E9| 572.9777E6 5.6486E+0 5.0000E+0 -5.0000E+0 -5.0000E+0 10.0000E+0 1.0000E+6
7 1.2517E-9| 571.9208E-6 6.7T69E+0 6.0000E+0 -6.0000E+0 -6.0000E+0 12.0000E+0 1.0000E+6
8 1.2508E-9| 571.0873E-6 7.9057E+0 7.0000E+0 -7.0000E+0 -7.0000E+0 14.0000E+0 1.0000E+6
9 1.2499E-9 570.1984E-6 9.0337E+0 8.0000E+0 -8.0000E+0 -8.0000E+0 16.0000E+0 1.0000E+6
10 1.2492E-9 569 5463E-6 101610E+0 9.0000E+0 -9.0000E+0 -9.0000E+0 18.0000E+0 1.0000E+6
1" 1.2484E-9| 568.8524E-6 11.2894E+0 10.0000E+0| -10.0000E+0| -10.0000E+0 20.0000E+0 1.0000E+6
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